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Trou de contact




Modele geométrique
L ayout dela porte NOR
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Modele geométrique
Graphe d’implantation d’une porte CMOS
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Modele symbolique

L ayout ordonné d’une porte NOR
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Modele geométrique
L ayout orienté métal (technologie CSEM)
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Modele geométrique
L ayout orienté poly (technologie CSEM)

Modele geométrique
L ayout orienté métal (technologie MOSIS)
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Modéele géométrique
L ayout orienté poly (technologie SACMQOS)
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Modéele géométrique
L ayout orienté poly (technologie VL SI)
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